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본 발명은 서브 화소 배열 구조의 변경으로 데이터 라인의 수도 줄이면서 개구율을 충분히 확보할 수 있는 액정 패널 및 그

제조 방법을 제공하는 것이다.

이를 위하여, 본 발명은 표시 영역을 구성하는 다수의 서브 화소와; 상기 다수의 서브 화소 각각과 접속된 다수의 박막 트

랜지스터와; 상기 박막 트랜지스터와 접속되고 상기 서브 화소의 장변 방향을 따라 형성된 다수의 게이트 라인과; 상기 박

막 트랜지스터와 접속되고 상기 서브 화소의 단변 방향을 따라 형성된 다수의 데이터 라인과; 상기 단변 방향을 따라 상기

서브 화소를 경유하도록 형성된 다수의 스토리지 라인과; 상기 다수의 스토리지 라인의 일측부와 공통 접속된 제1 공통 스

토리지 라인과; 상기 다수의 스토리지 라인의 타측부와 공통 접속된 제2 공통 스토리지 라인을 구비하는 액정 패널과 그

제조 방법을 개시한다.

대표도

도 2

특허청구의 범위

청구항 1.

표시 영역을 구성하는 다수의 서브 화소와;
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상기 다수의 서브 화소 각각과 접속된 다수의 박막 트랜지스터와;

상기 박막 트랜지스터와 접속되고 상기 서브 화소의 장변 방향을 따라 형성된 다수의 게이트 라인과;

상기 박막 트랜지스터와 접속되고 상기 서브 화소의 단변 방향을 따라 형성된 다수의 데이터 라인과;

상기 단변 방향을 따라 상기 서브 화소를 경유하도록 형성된 다수의 스토리지 라인과;

상기 다수의 스토리지 라인의 일측부와 공통 접속된 제1 공통 스토리지 라인과;

상기 다수의 스토리지 라인의 타측부와 공통 접속된 제2 공통 스토리지 라인을 구비하는 것을 특징으로 하는 액정 패널.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 다수의 서브 화소에 적, 녹, 청색의 서브 화소를 포함하고,

상기 적, 녹, 청색의 서브 화소는 상기 데이터 라인을 따라 번갈아가면서 반복적으로 배치된 것을 특징으로 하는 액정 패

널.

청구항 3.

제 2 항에 있어서,

상기 제1 및 제2 공통 스토리지 라인은 상기 게이트 라인과 동일한 제1 금속층으로, 상기 스토리지 라인은 상기 스토리지

라인은 상기 데이터 라인과 동일한 제2 금속층으로 형성된 것을 특징으로 하는 액정 패널.

청구항 4.

제 3 항에 있어서,

상기 제1 공통 스토리지 라인과 상기 다수의 스토리지 라인 각각을 접속시키는 다수의 제1 컨택 전극과;

상기 제2 공통 스토리지 라인과 상기 다수의 스토리지 라인 각각을 접속시키는 다수의 제2 컨택 전극을 추가로 구비하는

것을 특징으로 하는 액정 패널.

청구항 5.

제 4 항에 있어서,

상기 제1 및 제2 컨택 전극 각각은

상기 공통 스토리지 라인 및 상기 스토리지 라인을 각각 노출시키는 컨택홀을 통해 상기 공통 스토리지 라인과 상기 스토

리지 라인을 접속시키는 제3 도전층으로 형성된 것을 특징으로 하는 액정 패널.

청구항 6.
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제 3 항에 있어서,

상기 제1 공통 스토리지 라인은 상기 표시 영역을 둘러싸는 비표시 영역 중 상측 비표시 영역을 경유하여 상기 다수의 스

토리지 라인의 상측부와 접속되고,

상기 제2 공통 스토리지 라인은 하측 비표시 영역을 경유하여 상기 다수의 스토리지 라인의 하측부와 접속된 것을 특징으

로 하는 액정 패널.

청구항 7.

제 6 항에 있어서,

상기 제2 공통 스토리지 라인은 상기 하측 비표시 영역에서 좌측 및 우측 비표시 영역을 따라 상기 상측 비표시 영역까지

신장된 것을 특징으로 하는 액정 패널

청구항 8.

제 7 항에 있어서,

상기 제1 공통 스토리지 라인의 양단과 각각 접속된 제1 공통 패드와;

상기 제2 공통 스토리지 라인의 양단과 각각 접속된 제2 공통 패드를 추가로 구비하는 것을 특징으로 하는 액정 패널.

청구항 9.

제 7 항에 있어서,

상기 제1 및 제2 공통 스토리지 라인의 양단과 공통 접속된 공통 패드를 추가로 구비하는 것을 특징으로 하는 액정 패널.

청구항 10.

제 8 항에 있어서,

상기 좌측 및 우측 비표시 영역에 내장되어 상기 다수의 게이트 라인을 분할 구동하는 게이트 구동부를 추가로 구비하는

것을 특징으로 하는 액정 패널.

청구항 11.

제 10 항에 있어서,

상기 제2 공통 스토리지 라인은 상기 게이트 구동부의 외곽쪽으로 경유하도록 형성된 것을 특징으로 하는 액정 패널.

청구항 12.

기판 상에 게이트 라인 및 데이터 라인과, 그 게이트 라인 및 데이터 라인과 접속된 박막 트랜지스터를 형성하는 단계와;

공개특허 10-2007-0075686

- 3 -



상기 게이트 라인과 데이터 라인의 교차 구조로 정의되어 상기 게이트 라인과 나란한 장변과 상기 데이터 라인과 나란한

단변을 갖는 각 서브 화소 영역에 상기 박막 트랜지스터와 접속된 화소 전극을 형성하는 단계와;

상기 화소 전극을 상기 서브 화소 영역의 단변 방향으로 경유하는 스토리지 라인을 형성하는 단계와;

상기 스토리지 라인의 일측부와 접속된 제1 공통 스토리지 라인과, 상기 스토리지 라인의 타측부와 접속된 제2 공통 스토

리지 라인을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 패널의 제조 방법.

청구항 13.

제 12 항에 있어서,

상기 제1 및 제2 공통 스토리지 라인은 상기 게이트 라인과 동일한 제1 금속층으로, 상기 스토리지 라인은 상기 스토리지

라인은 상기 데이터 라인과 동일한 제2 금속층으로 형성된 것을 특징으로 하는 액정 패널의 제조 방법.

청구항 14.

제 13 항에 있어서,

상기 제1 공통 스토리지 라인과 상기 스토리지 라인을 접속시키는 제1 컨택 전극과, 상기 제2 공통 스토리지 라인과 상기

스토리지 라인을 접속시키는 제2 컨택 전극을 형성하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 패널의 제조 방

법.

청구항 15.

제 14 항에 있어서,

상기 제1 및 제2 컨택 전극 각각은 형성하는 단계는

상기 공통 스토리지 라인 및 상기 스토리지 라인을 각각 노출시키는 컨택홀을 형성하는 단계와;

상기 컨택홀 통해 상기 공통 스토리지 라인과 상기 스토리지 라인을 접속시키는 제3 도전층으로 상기 제1 및 제2 컨택 전

극을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 패널의 제조 방법.

청구항 16.

제 15 항에 있어서

상기 제1 공통 스토리지 라인의 양단과 각각 접속된 제1 공통 패드와, 상기 제2 공통 스토리지 라인의 양단과 각각 접속된

제2 공통 패드를 형성하는 단계를 추가로 포함하는 구비하는 것을 특징으로 하는 액정 패널의 제조 방법.

청구항 17.

제 15 항에 있어서,

상기 제1 및 제2 공통 스토리지 라인의 양단과 공통 접속된 공통 패드를 형성하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로

하는 액정 패널의 제조 방법.
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명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정 표시 장치에 관한 것으로, 특히 데이터 라인을 줄이면서 스토리지 라인으로 인한 개구율 감소를 최소화할

수 있는 액정 표시 패널 및 그 제조 방법에 관한 것이다.

액정 표시 장치는 액정의 전기적 및 광학적 특성을 이용하여 영상을 표시한다. 액정 표시 장치는 화소 매트릭스를 통해 화

상을 표시하는 액정 표시 패널(이하, 액정 패널)과, 액정 패널을 구동하는 구동 회로를 구비한다. 그리고 액정 표시 장치는

액정 패널이 비발광 소자이기 때문에 액정 패널의 후면에서 빛을 공급하는 백라이트 유닛을 구비한다. 이러한 액정 표시

장치는 이동 통신 단말기, 휴대용 컴퓨터, 액정 텔레비젼 등과 같이 소형 표시 장치부터 대형 표시 장치까지 널리 사용된

다.

적, 녹, 청 서브 화소로 구성된 화소들이 매트릭스 형태로 배열된 액정 패널은 각 서브 화소가 데이터 신호에 따라 액정 배

열 상태를 가변시켜 백라이트 유닛에서 조사된 빛의 투과율을 조절함으로써 영상을 표시한다. 이때 서브 화소는 스위칭 소

자인 박막 트랜지스터를 통해 화소 전극에 공급된 데이터 신호와, 공통 전극에 공급된 공통 전압의 차전압을 충전하여 액

정을 구동한다. 이러한 액정 패널에는 박막 트랜지스터와 접속된 게이트 라인을 구동하는 다수의 게이트 집적회로(이하

IC)와 데이터 라인을 구동하는 다수의 데이터 IC가 접속된다. 데이터 집적회로는 디지털 비디오 데이터를 아날로그 데이터

신호로 변환해야 하므로 게이트 IC 보다 복잡한 회로 구성을 갖는다.

최근 액정 패널은 원가 절감을 위해 데이터 IC 수를 감소시킬 수 있도록 해상도는 유지하면서 데이터 라인의 수를 줄이는

방향으로 발전하고 있다. 데이터 라인 수를 줄이는 방법으로 서브 화소의 배열 구조를 바꾸는 방안이 대두되고 있는데 이

때 휘도 및 화질이 감소되지 않도록 개구율 확보가 필요하다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서 본 발명은 종래의 기술적 과제를 해결하기 위한 것으로 서브 화소 배열 구조의 변경으로 데이터 라인의 수도 줄이

면서 개구율을 충분히 확보할 수 있는 액정 패널 및 그 제조 방법을 제공하는 것이다.

발명의 구성

이를 위하여, 본 발명의 실시 예에 따른 액정 패널은 표시 영역을 구성하는 다수의 서브 화소와; 상기 다수의 서브 화소 각

각과 접속된 다수의 박막 트랜지스터와; 상기 박막 트랜지스터와 접속되고 상기 서브 화소의 장변 방향을 따라 형성된 다

수의 게이트 라인과; 상기 박막 트랜지스터와 접속되고 상기 서브 화소의 단변 방향을 따라 형성된 다수의 데이터 라인과;

상기 단변 방향을 따라 상기 서브 화소를 경유하도록 형성된 다수의 스토리지 라인과; 상기 다수의 스토리지 라인의 일측

부와 공통 접속된 제1 공통 스토리지 라인과; 상기 다수의 스토리지 라인의 타측부와 공통 접속된 제2 공통 스토리지 라인

을 구비한다.

상기 다수의 서브 화소에 적, 녹, 청색의 서브 화소를 포함하고, 상기 적, 녹, 청색의 서브 화소는 상기 데이터 라인을 따라

번갈아가면서 반복적으로 배치된다.

상기 제1 및 제2 공통 스토리지 라인은 상기 게이트 라인과 동일한 제1 금속층으로, 상기 스토리지 라인은 상기 스토리지

라인은 상기 데이터 라인과 동일한 제2 금속층으로 형성된다.

그리고, 본 발명의 액정 패널은 상기 제1 공통 스토리지 라인과 상기 다수의 스토리지 라인 각각을 접속시키는 다수의 제1

컨택 전극과; 상기 제2 공통 스토리지 라인과 상기 다수의 스토리지 라인 각각을 접속시키는 다수의 제2 컨택 전극을 추가

로 구비한다.
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상기 제1 및 제2 컨택 전극 각각은 상기 공통 스토리지 라인 및 상기 스토리지 라인을 각각 노출시키는 컨택홀을 통해 상기

공통 스토리지 라인과 상기 스토리지 라인을 접속시키는 제3 도전층으로 형성된다.

상기 제1 공통 스토리지 라인은 상기 표시 영역을 둘러싸는 비표시 영역 중 상측 비표시 영역을 경유하여 상기 다수의 스

토리지 라인의 상측부와 접속되고, 상기 제2 공통 스토리지 라인은 하측 비표시 영역을 경유하여 상기 다수의 스토리지 라

인의 하측부와 접속된다. 상기 제2 공통 스토리지 라인은 상기 하측 비표시 영역에서 좌측 및 우측 비표시 영역을 따라 상

기 상측 비표시 영역까지 신장된다.

또한 본 발명의 액정 패널은 상기 제1 공통 스토리지 라인의 양단과 각각 접속된 제1 공통 패드와; 상기 제2 공통 스토리지

라인의 양단과 각각 접속된 제2 공통 패드를 추가로 구비한다.

이와 달리, 본 발명의 액정 패널은 상기 제1 및 제2 공통 스토리지 라인의 양단과 공통 접속된 공통 패드를 추가로 구비한

다.

또한 본 발명의 액정 패널은 상기 좌측 및 우측 비표시 영역에 내장되어 상기 다수의 게이트 라인을 분할 구동하는 게이트

구동부를 추가로 구비하고, 상기 제2 공통 스토리지 라인은 상기 게이트 구동부의 외곽쪽으로 경유하도록 형성된다.

그리고 본 발명에 따른 액정 패널의 제조 방법은 기판 상에 게이트 라인 및 데이터 라인과, 그 게이트 라인 및 데이터 라인

과 접속된 박막 트랜지스터를 형성하는 단계와; 상기 게이트 라인과 데이터 라인의 교차 구조로 정의되어 상기 게이트 라

인과 나란한 장변과 상기 데이터 라인과 나란한 단변을 갖는 각 서브 화소 영역에 상기 박막 트랜지스터와 접속된 화소 전

극을 형성하는 단계와; 상기 화소 전극을 상기 서브 화소 영역의 단변 방향으로 경유하는 스토리지 라인을 형성하는 단계

와; 상기 스토리지 라인의 일측부와 접속된 제1 공통 스토리지 라인과, 상기 스토리지 라인의 타측부와 접속된 제2 공통 스

토리지 라인을 형성하는 단계를 포함한다.

상기 제1 및 제2 공통 스토리지 라인은 상기 게이트 라인과 동일한 제1 금속층으로, 상기 스토리지 라인은 상기 스토리지

라인은 상기 데이터 라인과 동일한 제2 금속층으로 형성된다.

또한 본 발명의 액정 패널 제조 방법은 상기 제1 공통 스토리지 라인과 상기 스토리지 라인을 접속시키는 제1 컨택 전극과,

상기 제2 공통 스토리지 라인과 상기 스토리지 라인을 접속시키는 제2 컨택 전극을 형성하는 단계를 추가로 포함한다.

상기 제1 및 제2 컨택 전극 각각은 형성하는 단계는 상기 공통 스토리지 라인 및 상기 스토리지 라인을 각각 노출시키는 컨

택홀을 형성하는 단계와; 상기 컨택홀 통해 상기 공통 스토리지 라인과 상기 스토리지 라인을 접속시키는 제3 도전층으로

상기 제1 및 제2 컨택 전극을 형성하는 단계를 포함한다.

또한 본 발명의 액정 패널 제조 방법은 상기 제1 공통 스토리지 라인의 양단과 각각 접속된 제1 공통 패드와, 상기 제2 공

통 스토리지 라인의 양단과 각각 접속된 제2 공통 패드를 형성하는 단계를 추가로 포함한다.

이와 달리 본 발명의 액정 패널 제조 방법은 상기 제1 및 제2 공통 스토리지 라인의 양단과 공통 접속된 공통 패드를 형성

하는 단계를 추가로 포함한다.

상기 기술적 과제를 해결하는 것 이외에 본 발명의 다른 특징 및 이점들은 첨부한 도면을 참조한 실시 예에 대한 상세한 설

명을 통하여 명백하게 드러나게 될 것이다.

이하, 본 발명의 바람직한 실시 예들을 첨부한 도 1 내지 도 5를 참조하여 상세하게 설명하기로 한다.

도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 액정 표시 장치의 일부를 개략적으로 평면도이다.

도 1에 도시된 액정 표시 장치는 화상 표시부(16)와, 화상 표시부(16)의 게이트 라인을 구동하는 게이트 구동부(12, 14)가

형성된 액정 패널(10)과, 화상 표시부(16)의 데이터 라인을 구동하는 데이터 IC(8)가 실장되고 인쇄 회로 기판(이하, PCB)

(2)과 액정 패널(10) 사이에 접속된 회로 필름(6)과, PCB(2)에 실장된 타이밍 컨트롤러(4)를 구비한다.

액정 패널(10)의 화상 표시부(16)는 적(이하 R), 녹(이하 G), 청(이하 B) 서브 화소로 구성된 다수의 화소들이 매트릭스 형

태로 배열되어 화상을 표시한다. 화상 표시부(16)는 R, G, B 서브 화소별로 박막 트랜지스터가 형성된 박막 트랜지스터 기
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판과, 칼라 필터가 형성된 칼라 필터 기판이 액정을 사이에 두고 합착되어 형성된다. 박막 트랜지스터 기판에는 박막 트랜

지스터와 접속된 게이트 라인 및 데이터 라인과 화소 전극이 더 형성된다. 화소 전극과 함께 액정을 구동하는 공통 전극은

박막 트랜지스터 기판 또는 칼라 필터 기판에 형성된다. R, G, B 서브 화소는 수직 방향으로 번갈아가면서 반복적으로 배

열되고 같은 색의 서브 화소는 수평 방향의 스트라이프 형태로 배열된다. 다시 말하여, 화상 표시부(16)는 다수의 R 서브

화소로 구성된 R 수평 라인, 다수의 G 서브 화소로 구성된 G 수평 라인, 다수의 B 서브 화소로 구성된 B 수평 라인이 수직

방향으로 번갈아가면서 반복적으로 배열된 구조를 갖는다. 그리고 R, G, B 서브 화소는 장변이 수평 방향으로, 단변이 수

직 방향으로 형성된 직사각형 형상을 갖는다. 이와 같이, 화상 표시부(16)에 R, G, B 서브 화소가 수직 방향으로 배열됨에

따라 R, G, B 서브 화소가 수평 방향으로 배열되었던 종래의 액정 패널 보다 데이터 라인 수가 1/3로 감소되고 이 결과 데

이터 라인을 구동하는 데이터 IC(8)의 수도 감소된다. R, G, B 서브 화소의 수직 방향 배열로 데이터 라인이 감소한 만큼

게이트 라인이 증가하여 게이트 구동부(12, 14)의 크기가 증가되지만 게이트 구동부(12, 14)의 회로 구성이 데이터 IC(8)

보다 간단하므로 제조 원가를 절감할 수 있다. 특히 아모퍼스 실리콘(Amorphous Silicon) 박막을 이용한 액정 패널(10)에

게이트 구동부(12, 14)가 내장되므로 제조 원가는 더욱 절감할 수 있다.

제1 및 제2 게이트 구동부(12, 14)는 화상 표시부(16)의 양측부에 위치하여 게이트 라인들을 분할 구동한다. 예를 들면, 제

1 게이트 구동부(12)는 오드 게이트 라인들을, 제2 게이트 구동부(14)는 이븐 게이트 라인들을 구동한다. 제1 및 제2 게이

트 구동부(12, 14)는 다수의 박막 트랜지스터를 포함하는 쉬프트 레지스터로 구성되므로 액정 패널(10)의 박막 트랜지스

터 기판에 화상 표시부(16)의 박막 트랜지스터 및 다수의 신호 라인들과 함께 형성되어 비표시 영역에 내장된다.

화상 표시부(16)의 데이터 라인들을 분할 구동하는 다수의 데이터 IC(8) 각각은 회로 필름(6) 상에 실장되고 회로 필름(6)

은 ACF(Anisotropic Conductive Fim)을 통해 액정 패널(10) 및 PCB(2)에 부착된다. 데이터 IC(8)를 실장한 회로 필름

(6)으로는 TCP(Tape Carrier Package) 또는 COF(Chip On Film)이 이용된다. 이와 달리 데이터 IC(8)들은 회로 필름(6)

을 사용하지 않고 액정 패널(10)의 박막 트랜지스터 기판 상에 COG(Chip On Glass) 방식으로 직접 실장되기도 한다.

PCB(2)에 실장된 타이밍 컨트롤러(4)는 데이터 IC(8)들과 제1 및 제2 게이트 구동부(12, 14)를 제어한다. 타이밍 컨트롤

러(4)로부터의 데이터 신호와 다수의 데이터 제어 신호들은 PCB(2)와 회로 필름(6)을 경유하여 각 데이터 IC(8)에 공급되

고, 다수의 게이트 제어 신호들은 PCB(2)와 회로 필름(6) 및 액정 패널(10)의 박막 트랜지스터 기판을 경유하여 제1 및 제

2 게이트 구동부(12, 14)로 공급된다.

제1 및 제2 게이트 구동부(12, 14)는 타이밍 컨트롤러(4)로부터의 게이트 제어 신호들과 전원부(미도시)로부터의 게이트

온 전압 및 게이트 오프 전압을 이용하여 화상 표시부(16)의 게이트 라인들을 순차 구동한다. 데이터 IC(8)들은 타이밍 컨

트롤러(4)로부터의 디지털 데이터를 감마 전압부(미도시)로부터의 감마 전압을 이용하여 아날로그 데이터 신호로 변환하

고 화상 표시부(16)의 게이트 라인이 구동되는 각 수평 기간에 동기하여 데이터 라인들로 아날로그 데이터 신호를 공급한

다.

도 2는 도 1에 도시된 액정 패널의 박막 트랜지스터 기판을 개략적으로 도시한 평면도이다.

도 2에 도시된 박막 트랜지스터 기판(11)은 도 1에 도시된 액정 패널(10)의 화상 표시부(16)와 대응하는 표시 영역과, 그

표시 영역을 둘러싸는 비표시 영역으로 구분될 수 있다. 박막 트랜지스터 기판(11)의 표시 영역에는 게이트 라인들(GL1

내지 GLm)과 데이터 라인들(DL1 내지 DLn+1)이 교차 구조로 형성되고 그 교차 구조로 정의된 각 서브 화소 영역에는 화

소 전극(46)과 박막 트랜지스터(TFT)가 형성된다. 박막 트랜지스터(TFT)는 게이트 라인(GL)으로부터의 게이트 신호에

응답하여 데이터 라인(DL)으로부터의 데이터 신호를 화소 전극(46)에 공급한다. 화소 전극(46)은 R, G, B 서브 화소의 수

직 방향 배열에 따라 수평 방향으로 길게, 즉 장변이 수평 방향으로 위치하고 단변이 수직 방향으로 위치하도록 형성된다.

이러한 화소 전극(46)은 칼라 필터 기판의 칼라 필터와 함께 서브 화소의 크기 및 형상을 결정한다.

액정 열화를 방지하기 위하여 데이터 라인(DL1 내지 DLn+1)에 공급되는 데이터 신호의 극성은 일정 주기로 인버젼되어

야 한다. 인버젼 방법들 중 도트 인버젼 방법은 각 서브 화소가 수평 및 수직 방향으로 인접한 서브 화소와 극성이 상반되

게 구동하는 방법으로 가장 우수한 화질을 제공한다. 그러나 도트 인버젼 방법을 위해서는 데이터 라인(DL1 내지 DLn+1)

에 공급되는 데이터 신호가 서브 화소 단위로 인버젼되어야 하므로 데이터 신호의 스윙 폭 및 구동 주파수가 증가하여 소

비 전력면에서 불리한 단점이 있다. 이를 해결하기 위하여 데이터 라인(DL1 내지 DLn+1)과 접속된 박막 트랜지스터

(TFT)의 접속 방향을 수직 방향을 따라 가면서 교번적으로 바뀌게 한다. 예를 들면, 오드 게이트 라인(GL1, GL3, ...,

GLn)과 접속된 오드 수평 라인의 박막 트랜지스터(TFT)들은 데이터 라인(DL1 내지 DLn)의 우측에 위치한 화소 전극

(46)과 접속된다. 이븐 게이트 라인(GL2, GL4, ..., GLn)과 접속된 이븐 수평 라인의 박막 트랜지스터들(TFT)은 데이터

라인(DL2 내지 DLn+1)의 좌측에 위치한 화소 전극(46)과 접속된다. 이에 따라 데이터 라인(DL1 내지 DLn+1) 각각에
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공급되는 데이터 신호의 극성이 인접한 데이터 라인(DL)의 데이터 신호와 상반되고 프레임 단위로만 인버젼되어도 화소

전극(46)은 수평 및 수직 방향으로 인접한 화소 전극(46)과 상반된 극성의 데이터 신호를 충전하여 도트 인버젼 방식으로

구동될 수 있게 된다.

그리고 박막 트랜지스터 기판(11)의 표시 영역에는 각 서브 화소의 스토리지 커패시터 형성을 위한 스토리지 라인들(SL1

내지 SLn) 각각이 데이터 라인(DL1 내지 DLn+1)과 나란하게 형성된다. 또한 스토리지 라인들(SL1 내지 SLn)은 게이트

라인들(GL1 내지 GLm)과 교차하면서 화소 전극(46)을 수직(단변) 방향으로 경유하게 된다. 이에 따라 스토리지 라인들

(SL1 내지 SLn)이 게이트 라인들(GL1 내지 GLm)과 나란하게 형성되어 화소 전극(46)의 수평(장변) 방향으로 중첩된 경

우 보다 화소 전극(46)과의 중첩 면적이 작으므로 개구율을 향상시킬 수 있게 된다. 스토리지 라인들(SL1 내지 SLn)은 데

이터 라인들(DL1 내지 DLn+1)과 동일한 마스크 공정을 통해 소스/드레인 금속으로 형성된다. 다시 말하여, 스토리지 라

인(SL)은 도 3에 도시된 바와 같이 게이트 절연막(42) 위에 소스/드레인 금속으로 형성되고, 게이트 절연막(42)은 절연 기

판(40) 위에 형성된다. 이에 따라 각 서브 화소의 스토리지 커패시터(Cst)는 화소 전극(46)이 보호막(44)을 사이에 두고 스

토리지 라인(SL)과 중첩되어 형성된다.

박막 트랜지스터 기판(11)의 비표시 영역 중 표시 영역을 사이에 둔 좌측 및 우측 비표시 영역에는 게이트 라인들(GL1 내

지 GLn)을 분할 구동하는 제1 및 제2 게이트 구동부(12, 14)가 각각 형성된다. 예를 들어, 좌측 비표시 영역에 위치하는 제

1 게이트 구동부(12)는 오드 게이트 라인들(GL1, GL3, ..., GLm-1)을 구동하고, 우측 비표시 영역에 위치하는 제2 게이

트 구동부(14)는 이븐 게이트 라인들(GL2, GL4, ..., GLm)을 구동한다. 이러한 제1 및 제2 게이트 구동부(12, 14)는 다수

의 박막 트랜지스터들로 구성되어 표시 영역의 박막 트랜지스터(TFT)와 함께 형성된다.

또한 박막 트랜지스터 기판(11)의 화상 표시부를 감싸는 비표시 영역에는 스토리지 라인들(SL1 내지 SLn)과 공통 접속된

제1 및 제2 공통 스토리지 라인(22, 24)과, 제1 및 제2 공통 스토리지 라인(22, 24)과 스토리지 라인들(SL1 내지 SLn) 각

각을 접속시키는 다수의 제1 및 제2 컨택 전극(30, 32)이 형성된다. 제1 및 제2 공통 스토리지 라인(22, 24)은 스토리지 라

인들(SL1 내지 SLn)의 상단부 및 하단부와 동시에 접속된다. 이에 따라 제1 및 제2 공통 스토리지 라인(22, 24) 중 어느

하나의 공통 스토리지 라인이 단선되면 나머지 공통 스토리지 라인을 통해 공통 전압을 공급할 수 있으므로 제1 및 제2 공

통 스토리지 라인(22, 24)은 서로의 리던던시(Redundancy) 역할을 한다.

구체적으로 제1 공통 스토리지 라인(22)은 박막 트랜지스터 기판(11)의 상측 비표시 영역에 형성되고 스토리지 라인들

(SL1 내지 SLn)의 상측부와 제1 컨택 전극(30)을 통해 공통 접속된다. 또한 제1 공통 스토리지 라인(22)은 상측 비표시 영

역의 양측으로 신장되어 2개의 제1 공통 패드(23) 각각을 통해 도 1에 도시된 첫번째 및 마지막번째 회로 필름(6)의 출력

패드와 각각 접속된다. 이에 따라, 제1 공통 스토리지 라인(22)은 도 1에 도시된 PCB(2) 상에 실장된 전원부(미도시)로부

터의 공통 전압을 PCB(2)와 회로 필름(6)을 경유하여 공급받아 스토리지 라인(SL1 내지 SLn)들에 공통으로 공급하게 된

다.

제2 공통 스토리지 라인(24)은 박막 트랜지스터 기판(11)의 비표시 영역 중 하측 비표시 영역에 형성되고 스토리지 라인들

(SL1 내지 SLn)의 하측부와 제2 컨택 전극(32)을 통해 공통 접속된다. 또한 제2 공통 스토리지 라인(24)은 하측 비표시 영

역의 양측으로 신장되어 굴곡되고 좌측 및 우측 비표시 영역 각각을 따라 상측으로 더 신장되어 2개의 제2 공통 패드(25)

각각을 통해 도 1에 도시된 첫번째 및 마지막번째 회로 필름(6)의 출력 패드와 각각 접속된다. 이때, 제2 공통 스토리지 라

인(24)는 좌측 및 우측 비표시 영역에서 제1 및 제2 게이트 구동부(12, 14)의 외곽으로 경유하면서 상측으로 신장된다. 따

라서 제2 공통 스토리지 라인(24)은 도 1에 도시된 PCB(2) 상에 실장된 전원부(미도시)로부터의 공통 전압을 PCB(2)와

회로 필름(6)을 경유하여 공급받아 스토리지 라인(SL1 내지 SLn)들에 공통으로 공급한다.

제1 및 제2 공통 스토리지 라인(22, 24)은 표시 영역의 게이트 라인(GL)과 함께 동일한 마스크 공정으로 게이트 금속으로

형성되고, 제1 및 제2 컨택 전극(30, 32)은 표시 영역의 화소 전극(46)과 함께 동일한 마스크 공정으로 투명 도전층으로 형

성된다.

예를 들면, 제1 컨택 전극(30)은 도 4에 도시된 바와 같이 제1 및 제2 컨택홀(34, 36)을 통해 제1 공통 스토리지 라인(22)

및 스토리지 라인(SL)과 접속된다. 제1 공통 스토리지 라인(22)은 절연 기판(40) 위에 게이트 금속으로 형성되고 그 위에

는 게이트 절연막(42)이 형성된다. 스토리지 라인(SL)은 게이트 절연막(42) 위에 소스/드레인 금속으로 형성되고 그 위에

는 보호막(44)이 형성된다. 제1 컨택홀(34)은 보호막(44) 및 게이트 절연막(42)을 관통하여 제1 공통 스토리지 라인(22)

의 일부분이 노출되게 하고, 제2 컨택홀(36)은 보호막(44)을 관통하여 스토리지 라인(SL)의 일부분이 노출되게 한다. 보호

막(44) 위에 형성된 제1 컨택 전극(30)은 제1 및 제2 컨택홀(34, 36)을 경유하여 제1 공통 스토리지 라인(22)과 스토리지

라인(SL)을 접속시킨다. 제2 컨택 전극(32)도 도 4에 도시된 제1 컨택 전극(30)과 동일한 구조로 제2 공통 스토리지 라인

(24)과 스토리지 라인(SL)을 접속시킨다.
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그리고 제1 공통 스토리지 라인(22)과 접속된 제1 공통 패드(23)와 제2 공통 스토리지 라인(24)과 접속된 제2 공통 패드

(25)는 도 2에 도시된 바와 같이 서로 분리되어 도 1에 도시된 회로 필름(6)에 마련된 각각의 출력 패드와 접속된다. 이와

달리, 제1 및 제2 공통 스토리지 라인(22, 24)은 도 5에 도시된 바와 같이 하나의 공통 패드(20)를 통해 도 1에 도시된 회

로 필름(6)에 마련된 출력 패드와 접속되기도 한다. 한 회로 필름(6)에 접속되면서 분리된 제1 및 제2 공통 패드(23, 25)

사이에는 다수의 게이트 구동 신호 입력 패드(미도시)가 위치하게 된다. 다수의 게이트 구동 신호 입력 패드는 게이트 구동

부(12, 14)와 접속된 다수의 게이트 구동 신호 공급 라인과 접속되어 도 1에 도시된 PCB(2) 상의 전원부 및 타이밍 컨트롤

러(4)로부터 회로 필름(6)을 경유하여 공급받은 다수의 게이트 구동 신호를 게이트 구동부(12, 14)로 공급하게 된다.

이와 같이 본 발명에 따른 액정 패널은 R, G, B 서브 화소를 수직 방향으로 배열하여 데이터 라인의 수를 감소시키게 된다.

이때 R, G, B 서브 화소의 장변은 게이트 라인과 나란하게, 단변은 데이터 라인과 나란하게 형성하고, 스토리지 라인을 데

이터 라인과 나란하게, 즉 단변 방향으로 각 서브 화소를 경유하도록 형성함으로써 스토리지 라인으로 인한 개구율 감소를

최소화하여 개구율을 확보할 수 있게 된다.

발명의 효과

상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 액정 패널 및 그 제조 방법은 R, G, B 서브 화소를 수직 방향으로 배열하여 데이터 라인

의 수를 감소시키는 구조에서 스토리지 라인을 데이터 라인과 나란하게 형성하여 각 서브 화소를 단변 방향으로 경유하도

록 함으로써 스토리지 라인으로 인한 개구율 감소를 최소화하여 개구율을 확보할 수 있게 된다.

또한 본 발명에 따른 액정 패널 및 그 제조 방법은 제1 및 제2 공통 스토리지 라인을 다수의 스토리지 라인의 상하부와 동

시에 접속시킴으로써 어느 하나의 공통 스토리지 라인이 단선되더라도 나머지 공통 스토리지 라인을 통해 다수의 스토리

지 라인에 공통 전압을 공급할 수 있게 된다.

이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을

알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허

청구의 범위에 의해 정하여 져야만 할 것이다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 액정 패널의 일부를 도시한 도면.

도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 액정 패널의 박막 트랜지스터 기판을 도시한 도면.

도 3은 도 2에 도시된 스토리지 라인의 연결부를 Ⅲ-Ⅲ'선에 따라 절단하여 도시한 단면도.

도 4는 도 2에 도시된 한 서브 화소 영역에 형성된 스토리지 캐패시터를 도시한 단면도.

도 5는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 액정 패널의 박막 트랜지스터 기판을 도시한 도면.

< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >

2 : 인쇄 회로 기판 4 : 타이밍 컨트롤러

6 : 회로 필름 8 : 데이터 IC

10 : 액정 패널 11 : 박막 트랜지스터 기판

12, 14 : 게이트 구동부 16 : 화상 표시부

20, 21, 23 : 공통 패드 22, 24 : 공통 스토리지 라인

30, 32 : 컨택 전극 34, 36 : 컨택홀
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40 : 절연 기판 42 : 게이트 절연막

44 : 보호박 46 : 화소 전극

도면

도면1

도면2
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도면3

도면4

도면5
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专利名称(译) 液晶显示面板及其制造方法

公开(公告)号 KR1020070075686A 公开(公告)日 2007-07-24

申请号 KR1020060004233 申请日 2006-01-16

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) 三星显示器有限公司

[标]发明人 KIM DONG GYU
김동규
KWON YEONG KEUN
권영근
KIM JEONG IL
김정일

发明人 김동규
권영근
김정일

IPC分类号 G02F1/1345

CPC分类号 G02F1/136286 G02F1/136213 G02F1/134336 G02F1/13454

代理人(译) KWON，HYUK SOO
SE JUN OH
宋，云何

其他公开文献 KR101204365B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明的目的在于提供一种子像素阵列结构数据线的变化次数，其是能
够在减小时确保开口率的液晶面板及其制造方法。为此，本发明公开了
包括另一侧部分和第二公共存储线的液晶面板，所述另一侧部分和第二
公共存储线共同连接多条存储线，所述多条存储线形成为沿着沿着所述
多条数据线形成的多条数据线穿过所述子像素。子像素的一侧和一侧连
接到沿子像素的长边方向形成的多条栅极线和薄膜晶体管连接到多个子
像素，包括多个薄膜晶体管连接的显示区域具有多个子像素和薄膜晶体
管以及第一公共存储线：通常与多条存储线和多条存储线的一侧部分连
接，以及其制造方法。栅极驱动单元，存储线，栅极金属，源极/漏极金
属，接触电极。
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